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Przedmiotemm wynalazku jest uklad tranzystoro-
wego linearmego mieszacza o 'tranzystorach bipo-
larnych przeznaczony zwlaszcza do urzadzen ra-
diokomunikacy jnych. :

Jednym z wazniejszych podzespoléw odbiornika
komunikacyjnego, decydujacym o wazinych para-
metrach takich jak odporno$é na modulacje wza-
jemng i skroéna, jest uklad mieszacza.

NajczeSciej stosowane sa mieszacze typu suma-
cyjnego, a ich charakterystyczng cechg jest praca
na krzywoliniowej cze$ci lub ma zakrzywieniu cha-
rakterystyki. Mieszacze tego typu cechuje:- dobra

zdolno§é mieszania przy malym poziomie szuméw, -

ale sg duze znieksztalcenia, jakie powstaja na sku-
tek pracy ma krzywoliniowej cze$ci charakterysty-
ki. Stagd tez tranzystorowe uklady mieszania su-
macyjnego charakteryzuja sie duzymi znieksztal-

ceniami i majg bardzo malg odporno§é na modu-

lacje wzajemng i skro§ng. Mieszacze te sg szero-
ko rozpowszechnione jako najprostsze o jednym
tranzystorze, ale ze wzgledu na znaczne znie-
ksztalcenia nie sg stosowane w sprzeeie radioko-
munikacyjnym.

Znane sa rowniez uklady mieszaczy r6znico-
wych o dwoéch tranzystorach, ktérych zaleta w
stosunku do wukladéw jednotranzystorowych jest
zdolno$§¢é eliminacji parzystych harmonicznych, ale
rowniez i te uklady mieszaczy maja malg odpor-
noéé na szkodliwe modulacje.

Stosowanie tranzystor6w bipolarnych o charak-.
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terystykach dokladnie kwadratowych pozwala na
zwigkszenie odpornoSci ma szkodliwe modulacje
oraz zmniejszenie znieksztalcen, Oproécz miesza-
czy typu sumacyjnego stosowane sg réwmiez mie-
szacze typu filoczynowego. Mieszacze typu iloczy-

-nowego moga byé tak realizowane, Ze mozna wW

nich uzyskaé¢ linearng przemianeg iloczynows, przy
ktérej znieksztalcenia nieliniowe jak modulacja

~ wzajemna i skro$na nie powstajg. Jednakze mie-

szacze tego typu sa bardzo zlozone i Wymagajg
stosowania wielu tranzystoré6w. Tranzystorowe u-
klady linearnej przemiany iloczynowej oparte na
parze tranzystoréw réznicowych sg réwmiez bar-
dzo zloZone, wymagaja stosowania co najmniej
czterech tranzystor6w i sg realizowane technikag
ukladéw scalonych, jako jedynie opiacalng.
Celem wynalazku jest opracowanie mozliwie
prostego i taniego ukladu przemiany linearnej o
tranzystorach bipolarnych przydatnego do reali-
zacji zar6wno zwykla technikg ukladéw hybry-
dowych, jak i scalonych. ’
- Cel ten zostal osiggniety w ukladzie linearnego
mijeszacza o dwoéch bipolarnych tranzystorach
wielkiej czestotliwo$ci, w ktérym kolektor pier-
wszego tranzystora jest polaczony bezpoSrednio z
emiterem drugiego tranzystora, ktérego kolektor
dolaczony jest do obwodu rezonansowego czesto-
tliwosci posredniej. Na baze pierwszego tranzysto-
ra dotaczony jest sygnal odbierany lub mierzo-

~ny, natomiast na _baze drugiego tranzystora dolg-
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czone jest napiecie heterodyny, przy czym obie
bazy otrzymuja napiecie polaryzacji z blokowane-
go dzielnika napiecia zloZonego z rezystoréw i
diody kompensacyjnej.

Mieszacz wedlug wynalazku charakteryzuje do-
skonala liniowo§é przemiany, dzieki czemu moze
byé stosowany w odbiornikach radiokomunikacyj-
nych, zwlaszcza do odbioru sygnaléw z modula-
cjg czestotliwoSci oraz w urzadzeniach pomiaro-
wych, jak na przyktad . mikrowoltomierze selek-
tywne i tym podobne. Dodatkowg jego zaletg jest
prostota’ i tanio$é, poniewaz jest realizowany przy
uzyciu jedynie dwoch tranzystoré6w wielkiej cze-
stotliwo$ci. Uklad ™ jest przydatny do realizacji
zwykla technika, jak i technikg ukladéw scalo-
nych, czy tez hybrydowych.

Wynalazek jest uwidoczniony w przykladzie wy-
konania na rysunku, przedstawiajacym
ideowy mieszacza.’

Sygnal odbierany Us kierowany jest na baze
pierwszego tranzystora T, natomiast napigcie he-
terodyny Upn dolaczone jest do bazy tranzystora
T:. Tranzystory T i T2 sg polaczone szeregowo
i kolektor tranzystora Ti dolgczony jest wprost do
emitera tranzystora Tz Prad tranzystora T; jest
prosta funkcja napiecia bazy, zalezy wiec liniowo
od ‘napiecia sygnatlu Us. Poniewaz impedancja
wyjSciowa tranzystora Ti jest bardzo wielka, rze-
du setek kilooméw, =za$
tranzystora Ts jest matla, przeto tranzystor T2 JeSt
zasilany pradowo przez tranzystor Ti i przy braku
sygnalu na bazie T: prad tego tranzystora jest
réwny pradowi tranzystora Ti, a wiec jest linio-
wo zalezny od napiecia sygnalu Us. Z drugiej

schemat-
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10

25

4

za$ strony prad transzystora T2 jeét prostg funkcja
napiecia na bazie tego tranzystora W rezultacie
wiec prad wyjSciowy ukltadu Jest zalezny ‘od ilo-

-czynu napieé Us Uy.

W obwodzie kolektora tranzystora T umieszczo-
ny jest obwéd rezonansowy nastrojony na czesto-
tliwo§é posrednig, Uklad ten charakteryzuje sig
tym, ze prad kolektora Ty jest liniowa funkecjg i-
loczynu napiecia sygnalu i napiecia heterodyny.

Dzielnik napiecia stalego utworzony z rezystoréw

Ry, Rz, R3 i diody Di dostarcza do baz obu tran-
zystor6w napieé polaryzacyjnych, blokowanych
dla pragdéw w.cz. kondensatorami C.

Dzieki zastosowaniu diody kompensacyjnej
klad jest skompensowany termicznie i moze pra-
cowa¢ w szerokim zakresie temperatur od —40°C
do *+50°C przy stalej wartoéci zdolnoSci prze-
miany.

u-

Zastrzezenie patentowe

Uklad tranzystorowego linearnego mieszacza o
tranzystorach bipolarnych' realizowany przy uzy-
ciu bipolarnych tranzystor6w wielkiej czestotli-
wosci, znamienny tym, ze kolektor pierwszego
tranzystora (T1) jest polgczony bezpoSrednio z e-
miterem drugiego tranzystora (T), ktéorego kolek-
tor dolaczony jest do obwodu rezonansowego cze-
stotliwosci posredniej, a jednocze$nie na bazy obu
tranzystoré6w otrzymujace napiecie polaryzacyjne z
blokowanego przy pomocy kondensator6w (C)
dzielnika mnapiecia zlozonego z rezystor6w (Ri),
(R2), (R3) i diody (Dj), dolaczone sa napiecia po-
dlegajgce zmieszaniu. '
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